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Ozonized 

Water 

Pattern A 

Pattern B 

Pattern C オゾン水濃度 ： 138 ppm       オゾン水流量 ： 1.5 L/min  

基盤間距離   ： 2 mm       基盤回転数  ： 100, 300 rpm 

処理時間     ： 120 sec      露光方法     ： Pattern A, B, C 

実実験験条条件件  

洗洗浄浄ノノズズルルののママススクク  

背

景 

目

的 

・レジスト除去に用いられる熱濃硫酸の代替が求められている 

・代替の有力な候補として高濃度オゾン水が上げられる 

高濃度オゾン水はレジスト除去速度が熱濃硫酸に比べ遅い 

・高濃度オゾン水とエキシマ光を併用することによりレジスト除去速度

が改善 

・エキシマ光露光量とレジスト除去量の関係の調査 

・エキシマ光併用時におけるレジストの化学反応評価 

エキシマ光の露光量を円盤ノズルにマスキングすることで変化させ，エ

キシマ光の露光量がレジスト除去量に与える影響を評価 

Excimer Light 

・シリコン基盤を回転させ，高濃度オゾン水とエキシマ光を同時併

用し，基盤回転数がレジスト除去に及ぼす影響を調査 

・シリコン基盤上部に取り付けた円盤ノズルにマスキングをし，マ

スクキングの面積を変える事でエキシマ光の露光量を変化させ，

エキシマ光の露光量とレジスト除去量の関係を把握 

・過酸化水素水とエキシマ光を併用し，半導体レジストと反応さ

せ，処理前後のレジストをXPS解析することでレジスト表面の化

学反応を評価 

研究背景・目的 緒言 

レジスト除去におけるエキシマ光の露光量の影響 

エキシマ光の露光量が増えると基盤回転数100 rpmではレジスト除去量が

増加，逆に300 rpmではレジスト除去量は減少 

過酸化水素水流量：0.12 L/min    過酸化水素水濃度：35 % 

基盤回転数：30 rpm           処理時間：0，150 sec 
H2O2 + h 2 ・OH過酸化水素とエキシマ光の反応 : 

実実験験条条件件  過酸化水素水を用いてOHラジカルとレジストを反応させ，XPS解析すること

でOHラジカルの影響を定量的に評価 

0 sec 150 sec 

0 sec 150 sec 

Wide Scan  

O1s Peak Fitting  

C1s Peak Fitting  

原子パーセント At% 

OHラジカルとの反応

により酸素の含有量が

2倍に増加 

過酸化水素水処理後では炭

素と酸素の二重結合が生成

され，単結合と二重結合の割

合は1：1 

過酸化水素水処理前では炭

素と酸素の単結合しか確認

できないが，処理後では炭素

と酸素の二重結合，カルボニ

ル基が生成 

結言 

・エキシマ光の露光量増加によりレジスト除去量が減少している

は，エキシマ光によりオゾンを分解しOHラジカルを生成してい

るためオゾン濃度が十分に保てなかったためだと考えられる． 

・レジスト除去の最適条件確立においてエキシマ光の露光量の

みでなく基盤回転数を含め考えることが必要となる． 

・エキシマ光を併用することで高濃度オゾン水によるレジスト除

去量が増加するのはOHラジカルによりレジスト表面が酸化さ

れ，酸化したレジストとオゾンが反応することでレジスト除去が

促進されている可能性がある． 

過酸化水素水とエキシマ光を併用した実験 
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150 sec 0 sec 

0 sec 150 sec
C1s 84.2 67.4
O1s 14.9 31.7
S2p 0.9 1.0

0 sec 150 sec
C-C,C-H 1.00 1.00

C-O 0.23 0.30
C=O - 0.18

O=C-O - 0.23

0 sec 150 sec
O-C 1.00 1.00
O=C - 1.02
-OH 0.03 -


